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Patentanspruch:

1. Schaltungsanordnung zur Messung héherer Stromstérken mit einem MeRBwiderstand in dem einen
Verbraucher enthaltenden Stromkreis, dadurch gekannzeichnet, dal der eine Anschlul® des
MeRBwiderstandes (1) mit der Basis (B) eines ersten Transistors (T 1) und der andere Anschlufl mit
dessen Kollektor (C) verbunden ist, der Emitte~ (E) dieses Transistors (T 1) mit der Basis (B) eines
zwaeiten, komplementéren Transistors (T 2) und einem Arbeitswiderstand (3) verkniipft ist, dessen
zweiter AnschluB an Massepotential des Verbrauches oder an ein Bezugspotential galegt ist, der
Emitter (E) des zweiten Transistors (T 2) (iber einen Widerstand (s) mit dem Kollektor {C) des ersten
Transistors (T 1) in Verbindung steht und der Kollektor (C) des zweiten Transistors (T 2) direkt oder
dber einen Widerstand an Masse oder an einem anderen Bezugspotential liegt.

2. 5chaltungsanordnung zur Messung héhaerer Stromstérken nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, da zvwvischen der Basis (B) des ersten Trapsistors (T 1) und dem
MeRBwiderstand (1) eine Hilfsspannungsquelle (4) eingefiig. st.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erﬁﬁdung betrifft eine Schaltungsanordnung zur Messung h8herer Stromstérken, die vor der Messung einer Transformation
unterzogen werden milssen. Sie kann in Wechselrichtern, Pulsstellern und Szhaltreglern zur Strommessung oder -(iberwachung
eingasetzt werden,

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Die fir die Messung hbherer Stromstérken erforderliche Transformation auf niedrige Werte wird bekannterweise mit
Stromwandlern realisien (Stanek: Technik elektrischer MeBgerate, S.389, Verlag der Technik, Ber!in 1961).

Der Nachteil der Stromwandler besteht darin, da diese Wickelbauelemente sind, die in der Herstellung sehr aufwendig sind, ein
relativ groBes Volumon aufweisen und wegen ihrer induktiven Eigenschaften fiir hhere Frequenzen bel gréBeren Stromstérken
ungeeignet sind. ’
Bekannt ist atich die Strommessung vermittels des Spannungsabfalls dber einen MeRwiderstand und anschlieBender
Verstiirkung durch einen Differenzverstirker {radio - fernsehan - elektronik 1985, Heft 9, S.679 ,Pctentialfreier Strom-
Spannungswandler”). Der vom Differenzverstéirker erhéltliche MeBwert ist jedoch stark temperaturabhdngig, da die Basis-
Emitter-Spannung der in ihm enthaltenen Transistoren eine Temperaturdrift aufweist.

Ziel der Erfindung

Esistdas Ziel der Erfindung, die Temperaturstabilitit der MeBwerte hdherar Stecmstérien gegenliber einem absoluten Potential
2u gewdhrleisten.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunda, eine Schaltungsanordnung zur Messung hdherer Stromstérken zu entwickelr, die die
momentanen Stromwerte in niedrigere Stromwerte umsetzt und als Spannungswaerte, die auf ein beliebiges Potential bezogen
wird, zur Auswertung bereitstellt, wobel die Temperaturabhiingigkeit der Halbleiterverstirker keinen EinfluB auf die MeBwerte
hat.

Die L&sung dieser Aufgabe geht von dem Vorhandensein eines MeBwiderstandes in dem den Verbrauchsr enthaltenden
Stromkrels aus. Erfindungsgemés ist vorgesehen: )

Dar eine AnschluBl des MeBwiderstandes ist mit der Basis eines ersten Transistors verbunden, der andere AnschluB mit dessen
Kollektor. Der Emitter dieses Transistors ist mit der Basis eines xweiten, kamplementéren Transistors und einem
Arbsitswiderstand verkndpft, dessen zweiter AnschluB an das Massepotential des Verbrauchers oder an ein Bezugspotential
gefihrtist. Der Emittar des zweiten Transistors steht iber einen Widerstand mit dem Kollektor des srsten Transistors in
Verbindung. Der Kollektor des zwaiten Transistors liegt direkt oder Uber einen Widerstand an Masse oder an einem anderen
Bezugspotential.
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Ausfiihrungsbeisplel

Die zugehdrige Zeichnung zeigt das Schaltbild der erfindungsgem#Ben Schaltungsanordnung, durch eine Smchpunktlinie
eingegrenzt, zusammen mit ainer angeschiossenen Anwenderschaltung.

Der MeRBwiderstand 1 und der Verbraucher 2 bilden zusammen mit der Spannungsquelle E einen Stromkreis, in dem der zu
messende Strom |y, flieBt. Der eine AnschluB des MeRwiderstandes 1 ist iber eirie Hilfsspannungsquelle 4 mit der Basis B des
ersten Transistors T1 verkniipft, wihrend sein anderer Anschlu mit dessen Kollektor C verbunden ist.

An seinen Emitter E sind die Basis B eines zweiten, komplementéren Transistors T2 und ein Arbeitswidu:ctand 3 angeschlossen.
T1ist ein npn-Transistor, T2 dagegen ein pnp-Transistor. Der andere AnschluB des Arbeitswiderstandes 3 liey. =:f
Massepotential. Der Emitter E des zweiten Transistors T2 steht {iber den Widerstand 5 mit dem Xollektor C des ersten
Transistors T1 in Verbindung. Der das MeBpotential Uy, fihrende Kollektor C des zweiten Transistors T2 ist mit Masse als
Bezugspotential verbunden.

Die Schaltungsanordnung weist folgende Wirkungsweise auf:

Die Hilfsspannungsquelle 4 wird in ihrer Polaritat und GrdRe so eingesetzt, daB fiir den Arbeitsbereich des Transistors T1 eine
geniigend groRe Kollektor-Emitter-Spannung vorhanden ist.

Steigt der Strom !y an, so wird der Spannungsabfall (iber den MeBwiderstand 1 groRer. Die Basis-Emitter-Spannung des ersten
Transistors T 1 wird geringer und mit ihr der Basisstrom. Dadurch sinkt der Emitterstrom durch den Arbeitswiderstand 3. Dies
bewirkt ein Absinken des Emitterpotentials des T1 und ein Ansteigen der Basis-Emitter-Spannung des zweiten Transistors T2,
Der dadurch groBere Basisstrom verursacht einen gréBeren Emitter- und Kollsktorstrom des Transistors T2, Beide Strdme
stehen in einem durch die Widersténde 1 und 6 bestimmten Verhdlitnis zu dem zu messenden Strom ly. Da der Widerstand 5
wesentlich gréBer als der MeBwiderstand 1ist, ist der Emitterstrom durch den Widerstand 6 erheblich kleiner. Das MeBpotential
Uy ist dem Emiterstrom direkt proportional. Mit steigender Temperatur sinkt die Basis-Emitter-Spannung der beiden
Transistoren T1; T2 bezogen suf einen bestimmten Basisstrom.

Die Folge ist ein Ansteigen der Kollektor- und der Emitterstréme. Auf Grund der beschriebenen Zusammenschaltung der beiden
komplementéren Transistoren T 1; T2 tritt dies nur fir den ersten Tre.iisistor T 1 ein. Mit dem Anstieg des Emitterstromes von T 1
sinkt nimlich das Basispotential von T2 ab.

Die Basis-Emitter-Spannung von T2 wird folglich um den gleichen Betrag verringert wie durch die Temperaturerhéhung. Diese
«BuBere” Verringerung macht die Erhdhung des Emitterstromes durch T2 infolge der temperaturbedingten, ,inneren”
Verringerung riickgéngig bzw. hebt sie auf, Der Emitterstrom und T2 und damit das MeRBpotential Uy bleiben konstant, bezogen
auf einen bestimmten Basisstrom von T 1. Bel Temperaturabfall spielen sich die Vorginge mit umgekehriem Vorzeichen ab,
waobei der Emitterstrom ebenfalls konstant bleibt. Somit haben Temperaturﬂndetungen keinen EinfluB auf den Emitterstrom
durch den Widerstand 6.

In der Anwenderschaltung dient die MeBspannung Uy der Ansteuerung der Schalttranslstoren T,, die durch die Signale €, S
gedffnet oder geschlossen werden. Ubsrschreitet Uy ein bestimmtes Potential, so wird das Emitterpotentiul der Transistoren T,
so weit aufgehoben. daB es das Basispotential, das durch die Transistoren T festgelegt ist, liberschreitet und den gerade
leitenden Transistor T, sperrt. Damit wird eine momentane Uberlastung der Leistungsschalter, z. B. in einem Wechselrichter oder
Pulssteller, vermieden.



267 SV

FTTTTT T T T T 1

+ | , 1
Iqﬁ..rcm _Hw czm %_m |
B ..5 I % T, c ﬁH-“

i Ts ! I, |e AM&IQTI. |
| [ gt ]
e o :

_ . hd
_ /.Vm T | m TE
i ]
ﬂ i ﬂ:
_ !
- ‘ — ;.



	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS

